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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源線および基準線の間に直列に接続された第１のトランジスタおよび容量素子と、
　前記電源線およびもう一つの線の間に直列に接続された駆動トランジスタおよび発光素
子と、
　ゲート端子において受け取られた第２の制御信号に応じて前記駆動トランジスタをダイ
オード接続するように設けられた第２のトランジスタと、
　前記電源線および前記駆動トランジスタの間に直列に接続された第３のトランジスタと
、前記発光素子および前記駆動トランジスタの間に直列に接続された第４のトランジスタ
と、
　を有し、
　前記第１のトランジスタのゲート端子は第１の制御信号を受け取るよう配置され、
　前記駆動トランジスタは、前記第１のトランジスタおよび前記容量素子の間の第１のノ
ードに接続されたゲート端子と、データ信号を受け取る第１の端子とを備え、
　前記第２のトランジスタによって前記駆動トランジスタがダイオード接続されたときに
、前記データ信号は、前記駆動トランジスタを介して供給されることで前記第１のノード
に保持され、
　前記第２のトランジスタはｎ型トランジスタであり、
　前記駆動トランジスタおよび前記第３のトランジスタの間の第２のノードにおいて、前
記第２のトランジスタの一つの端子が、前記駆動トランジスタの第２の端子に接続され、
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　前記第３および第４のトランジスタはｐ型トランジスタであり、これらのゲート端子は
前記第２の制御信号を受け取ることを特徴とする画素回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の画素回路において、データ信号線ならびに前記駆動トランジスタおよ
び前記第４のトランジスタとの間の第３のノードの間に接続された第５のトランジスタを
さらに含む画素回路。
【請求項３】
　請求項２に記載の画素回路において、前記第５のトランジスタはｎ型トランジスタであ
り、前記第２の制御信号を受け取るゲート端子を含む画素回路。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の画素回路において、前記第４のトランジスタおよび前記発光
素子の間に直列に接続された第６のトランジスタをさらに含み、前記第６のトランジスタ
は、前記第１のトランジスタとは異なる導電型であり、前記第１の制御信号を受け取るゲ
ート端子を備える画素回路。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の画素回路において、前記駆動トランジスタの前記ゲ
ート端子および前記第１のノードの間に直列に接続された第７のトランジスタと、前記電
源線ならびに前記第７のトランジスタの一つの端子および前記駆動トランジスタの前記ゲ
ート端子の間の第４のノードの間に接続された第８のトランジスタとをさらに含み、ここ
で前記第８のトランジスタは前記第１のトランジスタと同じ型であり、前記第７のトラン
ジスタは前記第１のトランジスタとは異なる導電型であり、前記第７および第８のトラン
ジスタのゲート端子は前記第１の制御信号を受け取るよう配置される画素回路。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれかに記載の画素回路において、前記第１のノード、および前記
駆動トランジスタの前記ゲート端子に接続された前記第２のトランジスタの前記端子の間
に接続された第９のトランジスタと、前記第１のノード、および前記駆動トランジスタの
第２の端子に接続された前記第２のトランジスタのもう一方の端子の間に接続された第１
０のトランジスタとをさらに含み、前記第９のトランジスタはｐ型トランジスタであり、
前記第１０のトランジスタはｎ型トランジスタであり、前記第９および第１０のトランジ
スタのゲート端子は、それぞれ前記第１および第２の制御信号を受け取るよう配置される
画素回路。
【請求項７】
　画素回路の駆動方法であって、
　第１の制御信号を印加することにより、電源線および基準線の間に接続され、第１の容
量素子に直列に接続された第１のトランジスタをオンにし、
　第２の制御信号を印加することにより、第２のトランジスタをオンにすることで駆動ト
ランジスタをダイオード接続し、前記第２のトランジスタはｎ型トランジスタであり、前
記駆動トランジスタは前記電源線およびもう一つの線の間の発光素子に直列に接続され、
前記駆動トランジスタのゲート端子は前記第１のトランジスタおよび前記第１の容量素子
の間の第１のノードに接続され、前記駆動トランジスタの第１の端子はデータ信号を受け
取るよう配置され、
　前記第１の制御信号を印加することにより、前記第１のトランジスタをオフにし、
　前記データ信号を前記駆動トランジスタの前記第１の端子に印加し、
　前記第２の制御信号を印加することにより、前記第２のトランジスタをオフにし、
　前記第２の制御信号を、前記電源線および前記駆動トランジスタの間に直列に接続され
た第３のトランジスタに印加するとともに、前記発光素子および前記駆動トランジスタの
間に直列に接続された第４のトランジスタに印加することにより、前記第２のトランジス
タをオンにする間は前記第３および第４のトランジスタをオフにし、前記第２のトランジ
スタをオフにする間は前記第３および第４のトランジスタをオンにし、前記駆動トランジ
スタおよび前記第３のトランジスタの間の第２のノードにおいて、前記第２のトランジス
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タの一つの端子が前記駆動トランジスタの一つの端子に接続され、
　前記第３および第４のトランジスタはｐ型トランジスタであることを特徴とする画素回
路の駆動方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の画素回路の駆動方法において、
　前記第２の制御信号を、データ信号線ならびに前記駆動トランジスタおよび前記第４の
トランジスタの間の第３のノードの間に接続された、第５のトランジスタに印加すること
により、前記第２のトランジスタをオンにする間は前記第５のトランジスタをオンにし、
前記第２のトランジスタをオフにする間は前記第５のトランジスタをオフにすることをさ
らに含むこと、
を特徴とする画素回路の駆動方法。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の画素回路の駆動方法において、
　前記第１の制御信号を、前記第４のトランジスタおよび前記発光素子の間に直列に接続
された、第６のトランジスタに印加することにより、前記第１のトランジスタをオンにす
る間は前記第６のトランジスタをオフにすることをさらに含み、ここで前記第６のトラン
ジスタは前記第１のトランジスタとは異なる導電型であること、
を特徴とする画素回路の駆動方法。
【請求項１０】
　請求項７から９のいずれかに記載の画素回路の駆動方法において、
　前記第１の制御信号を、前記駆動トランジスタの前記ゲート端子および前記第１のノー
ドの間に直列に接続された、第７のトランジスタに印加し、前記電源線ならびに前記第７
のトランジスタの一つの端子および前記駆動トランジスタの前記ゲート端子の間の第４の
ノードの間に接続された、第８のトランジスタに印加することにより、前記第１のトラン
ジスタをオンにする間は前記第７のトランジスタをオフにし前記第８のトランジスタをオ
ンにすることをさらに含み、前記第８のトランジスタは前記第１のトランジスタと同じ型
であり、前記第７のトランジスタは前記第１のトランジスタとは逆の型であること、
を特徴とする画素回路の駆動方法。
【請求項１１】
　請求項７から９のいずれかに記載の画素回路の駆動方法において、
　前記第１の制御信号を、前記第１のノードおよび前記駆動トランジスタの前記ゲート端
子に接続された前記第２のトランジスタの前記端子の間に接続された、第９のトランジス
タに印加し、前記第２の制御信号を、前記第１のノードおよび前記駆動トランジスタの第
２の端子に接続された前記第２のトランジスタのもう一方の端子との間に接続された、第
１０のトランジスタに印加することにより、前記第１のトランジスタをオンにする間は前
記第９のトランジスタをオフにし、前記第２のトランジスタをオンにする間は前記第１０
のトランジスタをオンにすることをさらに含み、前記第９のトランジスタはｐ型トランジ
スタであり、前記第１０のトランジスタはｎ型トランジスタであること、
を特徴とする画素回路の駆動方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の画素回路の駆動方法において、前記基準線はデータ信号線であり、前
記第１のトランジスタは前記第５のトランジスタおよび前記容量素子の間に直列に接続さ
れ、これにより前記データ信号線は前記基準線であり、
　前記第１の制御信号を印加することにより前記第１のトランジスタをオンにした後に、
また前記第１の制御信号を印加することにより前記第１のトランジスタをオフにする前に
、前記データ信号線にプリチャージ信号を印加することをさらに含み、前記プリチャージ
信号は前記データ信号より低い値を有すること、
を特徴とする画素回路の駆動方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画素回路を備えたことを特徴とする表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、電流駆動有機ほかの発光素子を光源として使用する表示システムに適
用される種類の画素回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示システムは一般的に、光源としての有機発光素子（ＯＬＥＤ）を備える画素回路の
配列、および前記ＯＬＥＤを受け取ったデータ信号に応じて駆動する駆動回路を含む。前
記ＯＬＥＤは、陽極層および陰極層に挟まれた発光高分子（ＬＥＰ）層からなる。前記Ｏ
ＬＥＤは、電気的にはダイオードとして機能し、光学的には順方向バイアスされていると
きに発光し、その発光の明るさは順方向バイアス電流の増加に従い強まる。前記配列にお
ける個々の画素回路の前記駆動回路を低温ポリシリコン薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）技術
によって一体化することにより、個々のＯＬＥＤの明るさを制御し、画面上に静止画また
は動画を表示させることができる。
【０００３】
　ＯＬＥＤは電流駆動素子であるため、前記画素回路が電圧信号を受け取ると、その受け
取った電圧信号に応じて駆動トランジスタなどが適量の電流を前記ＯＬＥＤに供給する必
要がある。図１は、アクティブ・マトリクスＯＬＥＤ表示装置に適用される公知の電圧駆
動画素回路の例である。図１に示すように、画素回路１０は、第１のｐ型ＴＦＴ　Ｔ1お
よび第２のｐ型ＴＦＴ　Ｔ2を含む。前記第１のＴＦＴ　Ｔ1は、前記画素回路１０をアド
レス指定するスイッチであり、電圧データ信号ＶＤａｔａを受け取る第1の供給線１２に
接続された端子を含む。前記第１のＴＦＴ　Ｔ1はまた、供給電圧ＶＳＥＬを受け取る第
２の供給線１４に接続されたゲート端子と、前記第２のＴＦＴ　Ｔ2のゲート端子に接続
された端子とを含む。前記第２のＴＦＴ　Ｔ2は、供給電圧ＶＤＤを受け取る第３の供給
線１６に接続された端子と、ＯＥＬＤ１８の陽極端子に接続された端子とを含む。前記Ｏ
ＥＬＤ１８の陰極端子は接地される。前記第２のＴＦＴ　Ｔ2は、前記電圧データ信号Ｖ
Ｄａｔａを電流信号に変換するアナログ駆動ＴＦＴであり、この信号により前記ＯＥＬＤ
１８を指定された明るさに駆動する。
【０００４】
　図１に例示する電圧駆動画素回路の配列を使用した表示システムでは、前記配列におけ
る個々の駆動ＴＦＴに同一の電圧データ信号および供給電圧を供給しても、表示された画
像に不均一性が生じる可能性がある。この不均一性は、表示を形成する画素回路の配列内
における、個々の駆動ＴＦＴの閾値電圧の空間的バラツキに起因する。よって各ＯＬＥＤ
は、前記駆動ＴＦＴ間の閾値電圧の差異に対応した異なる明るさに駆動されてしまう。こ
の不均一性の問題を解決するための一つの方法として、Ｓ．Ｍ．　Ｃｈｏiほか著「Ａ　
ｓｅｌｆ－ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｐｉｘ
ｅｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｏｒ　ａｃｔｉｖｅ－ｍａｔｒｉｘ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｌ
ｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅｓ」（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　２００３年、５３５～５３８頁）が開示されている。Ｃｈｏ
ｉほかの開示する画素回路の実施形態を図２に示す。
【０００５】
　図２に示すように、個々の駆動ＴＦＴの閾値電圧のバラツキを補正する画素回路２０は
、６つのＴＦＴ　Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６と、容量素子Ｃ１と、２つの水平
制御線である走査［ｎ－１］、走査［ｎ］とを含む。Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６は、
切替えＴＦＴである。一方Ｍ１は、電流を供給するアナログ駆動ＴＦＴであり、この電流
により１フレーム期間中、ＯＥＬＤ２２を指定された明るさに駆動する。
【０００６】
　作動中は、前記第４のＴＦＴ　Ｍ４は電流路を形成し、前記駆動ＴＦＴ　Ｍ１のゲート
端子電圧を所定の値で成立させる。前記容量素子Ｃ１は蓄積容量素子であり、前記駆動Ｔ
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ＦＴ　Ｍ１のゲート端子電圧を蓄える。前記画素回路２０は、データのプログラム化を完
了させるために２列の線にかかる時間が必要となるため、走査［ｎ］（現在の列走査）お
よび走査［ｎ－１］（前回の列走査）信号を印加して前記画素回路２０をプログラム化す
る。
【０００７】
　前回の列走査の間、前記走査［ｎ－１］信号が論理Ｌ（ローレベル）である場合、前記
駆動ＴＦＴ　Ｍ１のゲート端子電圧は、初期化と呼ばれるステップにおいて印加されて電
圧ＶIになる。これに続く現在の列走査の間、前記走査［ｎ］信号がローレベルである場
合、ＴＦＴ　Ｍ２およびＭ３がオン状態になり、この結果電圧データ信号データ［ｍ］は
、ダイオード接続された駆動ＴＦＴ　Ｍ１を介して前記駆動ＴＦＴ　Ｍ１のゲート・ノー
ドへプログラムされる。このとき、前記駆動ＴＦＴ　Ｍ１のゲート・ノードにプログラム
された電圧は、前記駆動ＴＦＴ　Ｍ１の閾値電圧ＶTHより小さいデータ信号電圧データ［
ｍ］へと自動的に減少する。初期化およびプログラム化の間、ＴＦＴ　Ｍ５およびＭ６は
オフ状態になる。
【０００８】
　前回および現在の列走査に引き続き、ｅｍ［ｎ］信号によりＴＦＴ　Ｍ５およびＭ６が
オン状態になることによりＶＤＤからアースへの電流路が形成され、この結果前記駆動Ｔ
ＦＴ　Ｍ１を介して電流が流れ、前記ＯＬＥＤ２２を駆動する。したがって前記駆動ＴＦ
Ｔ　Ｍ１は、前記閾値電圧ＶTHとは関係なく前記電流を抑制する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前記画素回路２０は、個々の駆動ＴＦＴの電圧閾値バラツキを補正する手段を実現する
が、画素回路がプログラム化される速度を高める必要がある。これは、高帯域データを供
給された場合や大型表示装置に適用された場合にも、表示システムが適切に動作するため
に必要である。さらに、電源の寿命を延ばし、前記システムの機能性を高めるため、より
低い電力消費を特徴とする小型表示装置も必要となる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様に係る画素回路は、
　電源線および基準線の間に直列に接続された第１のトランジスタおよび容量素子と、こ
こで前記第１のトランジスタのゲート端子は第１の制御信号を受け取るよう配置され、
　前記電源線およびもう一つの線の間に直列に接続された駆動トランジスタおよび発光装
置と、ここで前記駆動トランジスタは、前記第１のトランジスタおよび前記容量素子の間
の第１のノードに接続されたゲート端子と、データ信号を受け取る第１の端子とを備え、
　第２のトランジスタと、ここで前記第２のトランジスタは、前記第２のトランジスタの
ゲート端子において受け取られた第２の制御信号に応じて前記駆動トランジスタをダイオ
ード接続するよう配列され、これにより前記データ信号は、ダイオード接続され前記第１
のノードに保持された場合に前記駆動トランジスタを介して渡され、前記第２のトランジ
スタはｎ型トランジスタである、を含む画素回路である。
【００１１】
　好ましくは、前記電源線および前記駆動トランジスタの間に第３のトランジスタが直列
に接続され、前記発光装置および前記駆動トランジスタの間に第４のトランジスタが直列
に接続され、ここで前記駆動トランジスタおよび前記第３のトランジスタの間の第２のノ
ードにおいて、前記第２のトランジスタの一つの端子が、前記駆動トランジスタの第２の
端子に接続される。
　好ましくは、前記第３および第４のトランジスタはｐ型トランジスタであり、これらの
ゲート端子は前記第２の制御信号を受け取るよう配列される。より好ましくは、データ信
号線ならびに前記駆動トランジスタおよび前記第４のトランジスタの間の第３のノードの
間に、第５のトランジスタが接続される。前記第５のトランジスタはｎ型トランジスタで
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もよく、前記第２の制御信号を受け取るゲート端子を含んでもよい。
【００１２】
　好ましくは、前記第５のトランジスタおよび前記発光装置の間に第６のトランジスタが
直列に接続され、ここで前記第６のトランジスタは、前記第１のトランジスタとは逆の型
であり、前記第１の制御信号を受け取るゲート端子を備える。
【００１３】
　好ましくは、前記駆動トランジスタの前記ゲート端子および前記第１のノードの間に第
７のトランジスタが直列に接続され、前記電源線ならびに前記第７のトランジスタの一つ
の端子および前記駆動トランジスタの前記ゲート端子の間の第４のノードの間に、第８の
トランジスタが接続され、ここで前記第８のトランジスタは前記第１のトランジスタと同
じ型であり、前記第７のトランジスタは前記第１のトランジスタとは逆の型であり、前記
第７および第８のトランジスタのゲート端子は前記第１の制御信号を受け取るよう配置さ
れる。
【００１４】
　前記画素回路はさらに、前記第１のノード、および前記駆動トランジスタの前記ゲート
端子に接続された前記第２のトランジスタの前記端子の間に接続された第９のトランジス
タと、前記第１のノード、および前記駆動トランジスタの第２の端子に接続された前記第
２のトランジスタのもう一方の端子の間に接続された第１０のトランジスタとを含んでも
よく、ここで前記第９のトランジスタはｐ型トランジスタであり、前記第１０のトランジ
スタはｎ型トランジスタであり、前記第９および第１０のトランジスタのゲート端子は、
それぞれ前記第１および第２の制御信号を受け取るよう配置される。
【００１５】
　本発明の別の態様に係る画素回路は、電流駆動素子を駆動する画素回路であって、
　導電状態が前記電流駆動素子に供給される駆動電流の電流レベルに対応する第１のトラ
ンジスタと、ここで前記第１のトランジスタは、第１のゲート端子と、第１の端子と、第
２の端子とを備え、
　第２のゲート端子を備える第２のトランジスタと、
　前記第１のゲート端子ならびに前記第１の端子および前記第２の端子の一方の間の電気
接続を制御するよう配置された第３のトランジスタと、ここで前記第３のトランジスタは
第３のゲート端子を備え、を含む画素回路であり、
　前記第１の端子は、前記第２のトランジスタを介してデータ信号を受け取るよう配列さ
れ、ここで前記データ信号は前記第１のトランジスタの前記導電状態を決定するものであ
り、
　前記第１のトランジスタの導電型は、前記第２のトランジスタの導電型とは異なるもの
である。
【００１６】
　本発明の別の態様に係る画素回路は、電流駆動素子を駆動する画素回路であって、
　導電状態が前記電流駆動素子に供給される駆動電流の電流レベルに対応する第１のトラ
ンジスタと、ここで前記第１のトランジスタは、第１のゲート端子と、第１の端子と、第
２の端子とを備え、
　第２のゲート端子を備える第２のトランジスタと、
　前記第１のゲート端子ならびに前記第１の端子および前記第２の端子の一方の間の電気
接続を制御するよう配置された第３のトランジスタと、ここで前記第３のトランジスタは
第３のゲート端子を備え、を含む画素回路であり、
　前記第１の端子は、前記第２のトランジスタを介してデータ信号を受け取るよう配列さ
れ、ここで前記データ信号は前記第１のトランジスタの前記導電状態を決定するものであ
り、
　前記第１のトランジスタの導電型は、前記第３のトランジスタの導電型とは異なるもの
である。
【００１７】
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　好ましくは、前記電流駆動素子および前記第１のトランジスタの間に第４のゲート端子
を備える第４のトランジスタが直列に接続される。より好ましくは、前記第４のトランジ
スタの導電型は、前記第２のトランジスタの導電型とは異なるものである。
【００１８】
　好ましくは、前記第１のトランジスタおよび電源線の間に第５のゲート端子を備える第
５のトランジスタが直列に接続される。前記電源線からは、前記駆動電流が、前記第１の
トランジスタを介して前記電流駆動素子に供給される。
【００１９】
　前記第４のトランジスタの導電型は、前記第５のトランジスタの導電型と同じでもよい
。前記第１のトランジスタの導電型は、ｐ型でもよい。好ましくは、前記第４のゲート端
子、前記第２のゲート端子、および前記第３のゲート端子は、一つの信号線に接続される
。好ましくは、前記第５のゲート端子、前記第２のゲート端子、および前記第３のゲート
端子は、一つの信号線に接続される。好ましくは、前記第４のトランジスタおよび前記電
流駆動素子の間に第６のトランジスタが直列に接続される。
【００２０】
　好ましくは、前記第１のゲートが容量素子を介して電源供給線に接続される。より好ま
しくは、前記第１のゲートおよび前記第１の容量素子の間に第７のトランジスタが接続さ
れる。
【００２１】
　好ましくは、前記電源供給線および前記第１のゲートの間に第８のトランジスタが直接
接続される。
【００２２】
　好ましくは、前記容量素子および前記第２の端子の間に第９のトランジスタが接続され
る。
【００２３】
　本発明の別の態様に係る表示装置は、複数の前述した画素回路を含む表示装置である。
好ましくは、前記表示装置は少なくとも、マトリクス状の第１の信号線と、第２の信号線
と、第３の信号線と、データ信号線とからなり、前記第１の制御信号線は第１の画素回路
に第１の制御信号を供給し、前記第２の制御信号線は前記第１の画素回路に第２の制御信
号を供給し、ここで第２の画素回路への第１の制御信号は前記第２の制御線によって供給
される前記第１の画素回路への前記第２の制御信号であり、前記第３の制御線は前記第２
の画素回路に第２の制御信号を供給する。
【００２４】
　本発明の別の態様に係る画素回路の駆動方法は、
　第１の制御信号を印加することにより、電源線および基準線の間に接続され、第１の容
量素子に直列に接続された第１のトランジスタをオンにし、
　第２の制御信号を印加することにより、第２のトランジスタをオンにし駆動トランジス
タをダイオード接続し、ここで前記第２のトランジスタはｎ型トランジスタであり、前記
駆動トランジスタは前記電源供給線およびもう一つの線の間の発光装置に直列に接続され
、前記駆動トランジスタのゲート端子は前記第１のトランジスタおよび前記第１の容量素
子の間の第１のノードに接続され、前記駆動トランジスタの第１の端子はデータ信号を受
け取るよう配置され、
　前記第１の制御信号を印加することにより、前記第１のトランジスタをオフにし、
　前記データ信号を前記駆動トランジスタの前記第１の端子に印加し、
　前記第２の制御信号を印加することにより、前記第２のトランジスタをオフにすること
を含む、画素回路の駆動方法である。
【００２５】
　好ましくは、前記方法はさらに、前記第２の制御信号を、前記電源線および前記駆動ト
ランジスタの間に直列に接続された第３のトランジスタに印加し、前記発光装置および前
記駆動トランジスタの間に直列に接続された第４のトランジスタに印加することにより、
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前記第２のトランジスタをオンにする間は前記第３および第４のトランジスタをオフにし
、前記第２のトランジスタをオフにする間は前記第３および第４のトランジスタをオンに
することを含み、ここで前記駆動トランジスタおよび前記第３のトランジスタの間の第２
のノードにおいて、前記第２のトランジスタの一つの端子が前記駆動トランジスタの一つ
の端子に接続される。
【００２６】
　好ましくは、前記第３および第４のトランジスタはｐ型トランジスタである。好ましく
は、前記方法はさらに、前記第２の制御信号を、データ信号線ならびに前記駆動トランジ
スタおよび前記第４のトランジスタの間の第３のノードの間に接続された、第５のトラン
ジスタに印加することにより、前記第２のトランジスタをオンにする間は前記第５のトラ
ンジスタをオンにし、前記第２のトランジスタをオフにする間は前記第５のトランジスタ
をオフにすることを含む。
【００２７】
　好ましくは、前記方法はさらに、前記第１の制御信号を、前記第４のトランジスタおよ
び前記発光装置の間に直列に接続された、第６のトランジスタに印加することにより、前
記第１のトランジスタをオンにする間は前記第６のトランジスタをオフにすることを含み
、ここで前記第６のトランジスタは前記第１のトランジスタとは逆の型である。
【００２８】
　好ましくは、前記方法はさらに、前記第１の制御信号を、前記駆動トランジスタの前記
ゲート端子および前記第１のノードの間に直列に接続された、第７のトランジスタに印加
し、前記電源供給線ならびに前記第７のトランジスタの一つの端子および前記駆動トラン
ジスタの前記ゲート端子の間の第４のノードの間に接続された、第８のトランジスタに印
加することにより、前記第１のトランジスタをオンにする間は前記第７のトランジスタを
オフにし前記第８のトランジスタをオンにすることを含み、ここで前記第８のトランジス
タは前記第１のトランジスタと同じ型であり、前記第７のトランジスタは前記第１のトラ
ンジスタとは逆の型である。
【００２９】
　好ましくは、前記方法はさらに、前記第１の制御信号を、前記第１のノードおよび前記
駆動トランジスタの前記ゲート端子に接続された前記第２のトランジスタの前記端子の間
に接続された、第９のトランジスタに印加し、前記第２の制御信号を、前記第１のノード
および前記駆動トランジスタの第２の端子に接続された前記第２のトランジスタのもう一
方の端子との間に接続された、第１０のトランジスタに印加することにより、前記第１の
トランジスタをオンにする間は前記第９のトランジスタをオフにし、前記第２のトランジ
スタをオンにする間は前記第１０のトランジスタをオンにすることを含み、ここで前記第
９のトランジスタはｐ型トランジスタであり、前記第１０のトランジスタはｎ型トランジ
スタである。
【００３０】
　前記基準線はデータ信号線であってもよく、または、前記第１のトランジスタは前記第
５のトランジスタおよび前記容量素子の間に直列に接続され、前記データ信号線は前記基
準線であり、前記方法はさらに、
　前記第１の制御信号を印加することにより前記第１のトランジスタをオンにした後に、
また前記第１の制御信号を印加することにより前記第１のトランジスタをオフにする前に
、前記データ信号線にプリチャージ信号を印加することを含み、ここで前記プリチャージ
信号は前記データ信号より低い値を有する。
【００３１】
　本発明の別の態様に係る画素回路の駆動方法は、第１のゲート端子と第１の端子と第２
の端子とを備える第１のトランジスタと、第２のゲート端子を備える第２のトランジスタ
と、第３のゲート端子を備え前記第１のゲート端子および前記第２の端子の間の電気接続
を制御する第３のトランジスタと、第４のゲート端子を備え、電流駆動素子および前記第
１のトランジスタの間の電気接続を制御する第４のトランジスタと、第５のゲート端子を
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備え、前記第２の端子および所定の電圧の間の電気接続を制御する第５のトランジスタと
を含む、画素回路を駆動する方法であり、前記第５のトランジスタをオン状態にすること
により前記第２の端子が所定の電圧に設定される、前記画素回路の第１の状態を生成し、
前記第１の端子が前記第２のトランジスタを介してデータ信号を受け取る第１の期間の少
なくとも一部において、前記第１のゲート端子が前記第３のトランジスタを介して前記第
２の端子に電気的に接続される、前記画素回路の第２の状態を生成し、電流レベルが前記
第２の状態において設定される導電状態に対応する駆動電流が、前記第１のトランジスタ
及び前記第４のトランジスタを介して電流駆動素子に供給される、前記画素回路の第３の
状態を生成することを含み、前記第２の端子は、前記第２の状態において、前記所定の電
圧から電気的に分離され、前記第１の端子は、前記第２の状態において、前記電流駆動素
子から電気的に分離され、一つの制御信号が、前記第２のゲート端子、前記第３のゲート
端子、前記第４のゲート端子、および前記第５のゲート端子に共通に供給されることを特
徴とする。
【００３２】
　使用に際して、本発明に係る前記画素回路の初期化およびプログラム化にかかる時間は
減少し、これによって背景技術より効率的、高速で、用途の広い表示システムが実現する
。前記画素回路の構造により信号ｅｍ［ｎ］および走査［ｎ］を単一の制御信号に置き換
えることが可能であるため、背景技術に使用される第３の信号ｅｍ［ｎ］は必要ない。あ
る好適な実施形態では、基準信号供給線は必要なく、これによってより小型の表示システ
ムが実現する。また制御線の数を減らすことができ、この点においても背景技術より小型
で効率的な表示システムが実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、詳細を例示するために、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。以下の
説明において、同一の参照符号は同一部を指す。
【００３４】
　図３に示すように、ピン１、２、３を備える駆動トランジスタ７４は、二つの方法でダ
イオード接続できる。ダイオード接続トランジスタのいずれの構造においても、ゲート端
子は常にドレイン端子に接続される。ピン１、２は接続されて陰極端子を形成し、ピン３
は陽極端子を形成してもよい。あるいは、ピン２、３が接続されて陰極端子を形成し、ピ
ン１が陽極端子を形成してもよい。
【００３５】
　上述したように、同時に同じ工程で製造された同様のＴＦＴであっても、閾値電圧は変
動する。一つの配列におけるすべてのＴＦＴは、共通の名目上の閾値電圧ＶTを有すると
考えられる。これに加え、個々のＴＦＴは異なる閾値電圧変位ΔＶTを有すると考えられ
る。したがって、各ＴＦＴの実際の閾値電圧は、ΔＶTのＴＦＴごとの変位を加味して、
（ＶT＋ΔＶT）によって求められる。
【００３６】
　本発明における駆動トランジスタは、閾値電圧（ＶT＋ΔＶT）が、電流の流れる方向、
すなわちどの端子がソースやドレインとして設定されているかに関わらず、同一であると
いう特性を備える。
【００３７】
　この特性は、ソース端子およびドレイン端子の間が対称であり、応力のかけられていな
い駆動トランジスタに備わる。対称型駆動トランジスタにおいて、ソース端子およびドレ
イン端子は等しくドープされ、ゲート端子に関して対称である。このようなトランジスタ
は、一般に自己整合される。名目上の閾値電圧ＶTおよび閾値電圧変位ΔＶTを有する対称
型駆動トランジスタ７４に関して、ダイオード接続されているときの前記駆動トランジス
タ７４の閾値電圧の測定値は（ＶT＋ΔＶT）であり、前記駆動トランジスタ７４がどのよ
うにダイオード接続されているかはこれに影響しない。
　図４に示すように、本発明の第１の実施形態に係る画素回路５０は、第１の容量素子５
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６の第１の端子に接続された第１のノード５４を備えた第１のレール５２を含む。前記第
１の容量素子５６の第２の端子は、第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）に接続される。前記
第２のノード５８は、第１のｎ型トランジスタ６０のソース端子と、第３のノード６２と
に接続された。前記第１のｎ型トランジスタ６０は、ゲート端子と、第２のレール６４と
に接続されるドレイン端子とを含む。
【００３８】
　前記第１のレール５２は、第１のｐ型トランジスタ６８のソース端子に接続された第４
のノード６６を含む。前記第１のｐ型トランジスタ６８は、第５のノード７０に接続され
たゲート端子と、第６のノード７２（ｉｎｔ）に接続されたドレイン端子とを含む。前記
第６のノード７２（ｉｎｔ）は、前記駆動トランジスタ７４の第１の端子に接続される。
前記駆動トランジスタ７４はまた、ゲート端子および第３の端子を含み、第２のｐ型トラ
ンジスタである。図３に示され、さらに詳細は図５を参照に後述されるように、前記駆動
トランジスタ７４の前記第１の端子および第３の端子は、前記駆動トランジスタ７４がダ
イオード接続されているか否かによりソース端子およびドレイン端子として入れ替え可能
である。前記駆動トランジスタ７４の前記第３の端子は第７のノード７６（ｉｐｎ）に接
続され、前記ゲート端子は前記第３のノード６２に接続される。
【００３９】
　前記第６のノード７２（ｉｎｔ）はまた、第２のｎ型トランジスタ７８のソース端子に
接続される。前記第２のｎ型トランジスタ７８は、第８のノード８０に接続されたゲート
端子と、前記第３のノード６２に接続されたドレイン端子とを含む。前記第８のノード８
０は、第９のノード８２に接続される。前記第９のノード８２は、第３のｎ型トランジス
タ８４のゲート端子に接続され、また第３のｐ型トランジスタ８６のゲート端子に接続さ
れる。前記第３のｎ型トランジスタ８４のドレイン端子は前記第７のノード７６（ｉｐｎ
）に接続され、ソース端子は第３のレール８８に接続される。前記第３のｐ型トランジス
タ８６のソース端子は前記第７のノード７６（ｉｐｎ）に接続され、ドレイン端子はＯＬ
ＥＤ９６の陽極端子に接続される。前記ＯＬＥＤ９６はまた、第４のレール９４に接続さ
れた陰極端子を含む。前記画素回路５０はまた第２の容量素子９２を含み、これは前記Ｏ
ＬＥＤ９６の付随する寄生容量を示す。
【００４０】
　上記の説明に関し、また後述の説明において、前記画素回路５０におけるノードは説明
の目的でのみ言及される。例えば、図４のノード７０、８０、８２の代わりに１つの接続
として示すこともできる。
【００４１】
　作動中、例えば５Ｖの電圧ＶDDを前記画素回路５０の全体にわたってかけ、前記ＯＬＥ
Ｄ９６を駆動する。これ以外の電圧値でも可能である。図３を参照し上述したように、前
記駆動トランジスタ７４は名目上の閾値電圧ＶTおよび閾値電圧変位ΔＶTを有する。した
がって、ダイオード接続されているとき、前記駆動トランジスタ７４の閾値電圧の測定値
は（ＶT＋ΔＶT）である。閾値電圧変位ΔＶTは、図４および以降の図において、前記駆
動トランジスタ７４のゲート端子に直列に接続された可変電圧源として示される。前記第
１のｎ型トランジスタ６０、第２のｎ型トランジスタ７８、および第３のｎ型トランジス
タ８４は、前記第１のｐ型トランジスタ６８および第３のｐ型トランジスタ８６とともに
、第１の信号φ１および第２の信号φ２の制御によりスイッチとして機能する。一方、前
記第２のｐ型トランジスタは、前記ＯＬＥＤ９６へと制御量の電流を供給する前記駆動ト
ランジスタ７４である。
【００４２】
　前記画素回路５０の動作には、プリチャージ、自己整合、および出力の三段階がある。
【００４３】
　プリチャージ段階では、前記第１の信号φ１はローレベルであり、前記第２のｎ型トラ
ンジスタ７８、第３のｎ型トランジスタ８４、第１のｐ型トランジスタ６８、および第３
のｐ型トランジスタ８６のゲート端子に印加される。したがって、前記第２のｎ型トラン
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ジスタ７８および第３のｎ型トランジスタはオンになり、一方で前記第１のｐ型トランジ
スタ６８および第３のｐ型トランジスタ８６はオフになる。前記プリチャージ段階ではま
た、前記第２の信号φ２はローレベルであり、前記第１のｎ型トランジスタ６０のゲート
端子に印加され、これにより前記第１のｎ型トランジスタ６０はオンになる。したがって
、前記駆動トランジスタ７４は、前記第２のｎ型トランジスタ７８を使用してダイオード
接続され、前記第１のｐ型トランジスタ６８をオフにすることによりＶDDからアースへの
経路から分離され、前記第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）は前記第１のｎ型トランジスタ
６０をオンにすることにより接地される。
【００４４】
　前記第３のレール８８は、電圧ＶDATであり、本実施形態の前記プリチャージ段階では
例えば０Ｖである。これ以外の電圧値でも可能である。これにより、前記第２のノード５
８（ｎｅｗｄｇ）は、たとえばアース（０Ｖ）などの前記第２のレール６４と同等の電圧
Ｖｎｅｗｄｇにプリチャージされ、前記画素回路５０は図５（ａ）に示す前記画素回路５
０と表される。前記第１の容量素子５６の全体にわたる電圧は、ＶDD－Ｖｎｅｗｄｇ＝５
Ｖと求められる。
【００４５】
　前記第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）および第６のノード７２（ｉｎｔ）は、前記第２
のｎ型トランジスタ７８を介して接続され、前記第２のノード５８の全体にわたる電圧Ｖ
ｎｅｗｄｇは、前記第６のノード７２の全体にわたる電圧Ｖｉｎｔに等しい。前記電圧Ｖ

DATを供給する前記供給レール８８は、前記第３のｎ型トランジスタ８４を介して前記第
７のノード７６（ｉｐｎ）に接続され、前記第７のノード７６の全体にわたる電圧Ｖｉｐ
ｎはＶDATに等しい。前記第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）はダイオード接続された前記
駆動トランジスタ７４の陰極端子であり、前記第７のノード７６（ｉｐｎ）は陽極端子で
ある。
【００４６】
　自己整合段階では、具体的には自己整合段階のデータ転送の間、前記第１の信号φ１は
ローレベルのままであり、前記第２のｎ型トランジスタ７８、第３のｎ型トランジスタ８
４、第１のｐ型トランジスタ６８、および第３のｐ型トランジスタ８６のゲート端子に印
加される。前記第２のｎ型トランジスタ７８および第３のｎ型トランジスタはオンのまま
であり、一方で前記第１のｐ型トランジスタ６８および第３のｐ型トランジスタ８６はオ
フのままである。
【００４７】
　前記第２の信号φ２は論理ゼロとなり、前記第１のｎ型トランジスタ６０のゲート端子
に印加され、これにより前記第１のｎ型トランジスタ６０をオフにする。その結果、前記
第２のノード（ｎｅｗｄｇ）はもはや接地されていない。
【００４８】
　ここで電圧ＶDATは脈動し、前記ＯＬＥＤ９６を駆動するため必要な値、例えば３Ｖに
なる。好ましくは、ＶDATの必要な値への脈動は、前記第１のｎ型トランジスタ６０をオ
フにすると同時、またはこれより後に開始される。
【００４９】
　前記第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）がアース（０Ｖ）にプリチャージされ、ＶDAT（
３Ｖ）よりも低いため、ダイオード接続された前記駆動トランジスタ７４は順方向バイア
スされ、電流Ｉが前記第１の容量素子５６に流れ、安定した状態になるまで前記第１の容
量素子５６を放電する。
【００５０】
　安定した状態では、Ｖｎｅｗｄｇ＝ＶDAT－（ＶT＋ΔＶT）である。したがって、前記
第１の容量素子５６の全体にわたる電圧はＶDD－Ｖｎｅｗｄｇ＝ＶDD－（ＶDAT－（ＶT＋
ΔＶT））となる。前記名目上の閾値電圧ＶTが１．１Ｖの場合、安定状態において前記第
１の容量素子５６の全体にわたる電圧は、（３．１Ｖ＋ΔＶT）により求められる。安定
状態に達するまでの時間は、前記第１の容量素子５６と、前記駆動トランジスタ７４をダ
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イオード接続可能にする前記第２のｎ型トランジスタ７８のインピーダンスとの間に発生
するＲＣ時定数に主に左右される。それほど重要ではないが、前記駆動トランジスタ７４
および第３のｎ型トランジスタ８４の抵抗も、安定状態に達するまでにかかる時間に影響
する。
【００５１】
　前記ゲート端子の有効電圧はＶｄｇは、（Ｖｎｅｗｄｇ＋ΔＶT）により求められる。
したがって安定状態に達すると、前記ゲート端子の有効電圧Ｖｄｇは閾値変位ΔＶTに関
係なく、Ｖｄｇ＝ＶDAT－ＶT＝１．９Ｖとなる。
【００５２】
　出力段階では、前記第１の信号φ１は論理ゼロであり、前記第２のｎ型トランジスタ７
８、第３のｎ型トランジスタ８４、第１のｐ型トランジスタ６８、および第３のｐ型トラ
ンジスタ８６のゲート端子に印加される。したがって、前記第２のｎ型トランジスタ７８
および第３のｎ型トランジスタはオフになり、一方で前記第１のｐ型トランジスタ６８お
よび第３のｐ型トランジスタ８６はオンになる。前記出力段階では、前記第２の信号φ２
は論理ゼロのままである。
【００５３】
　図５（ｂ）に示されるように、前記出力段階において前記駆動トランジスタ７４は、前
記第１の端子およびゲート端子の間でもはやダイオード接続されておらず、したがって前
記ＯＬＥＤ９６の定電流源として機能する。前記駆動トランジスタ７４によって前記ＯＬ
ＥＤ９６へと渡される電流の振幅は、前記閾値変位ΔＶTではなくＶDATの値（具体的には
前記自己整合段階においてＶDATの脈動した値）に左右される。したがって、表示装置を
形成する一つの配列におけるすべての画素回路５０は、同一の値ＶDATによって同一の明
るさに駆動される。
【００５４】
　図１０は、図４に示す前記画素回路５０の典型的な駆動波形を示す。図１０（ａ）によ
ると、前記第１の信号φ１および第２の信号φ２はともにローレベルであり、前述のよう
に前記第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）をアースと同等の電圧に設定するための前記プリ
チャージ段階の開始を示している。前記第２の信号φ２は論理ゼロに落ちるため、前記自
己整合段階が開始され、ＶDATは脈動して例えば３Ｖになる。前記第２のノード５８（ｎ
ｅｗｄｇ）がアースと同等の電圧にプリチャージされ、ＶDAT（３Ｖ）よりも低いため、
ダイオード接続された前記駆動トランジスタ７４は順方向バイアスされ、電流Ｉが前記第
１の容量素子５６に流れ、安定した状態になるまで前記第１の容量素子５６を放電する。
安定状態に達すると、前記第１の信号φ１論理ゼロになり、閾値変位ΔＶTと関係なく前
記ＯＬＥＤ９６を駆動するために前記出力段階が開始される。当業者には明らかなように
、図１０（ｂ）から（ｄ）に示された駆動波形も同様に、上述のように前記画素回路５０
との使用に適用できる。
【００５５】
　後述する構成と同様に、図４に示す構成には前記画素回路の初期化およびプログラム化
にかかる時間を背景技術の構成と比較して大幅に削減できるという利点があり、したがっ
てより効率的、高速で、用途の広い表示システムが実現する。さらに、本発明では個々の
画素回路を小型化することができるため、開口比のより高い、より小型で効率的な表示装
置が実現する。
【００５６】
　図４の前記画素回路５０の別の実施形態では、前記第１のｎ型トランジスタ６０は前記
第２のレール６４ではなく供給線ＶSSに接続される。前記ＯＬＥＤ９６の陰極端子も同様
に、または代わりに、前記第４のレール９４ではなく前記供給線ＶSSに接続することもで
きる。
【００５７】
　図６は、図４の前記画素回路５０の本発明の第２の実施形態に係る構造を示す。ここで
前記画素回路５０は、第４のｐ型トランジスタ９８をさらに含む。前記第４のｐ型トラン
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ジスタ９８は、前記第３のｐ型トランジスタ８６のドレイン端子に接続されたソース端子
と、前記ＯＬＥＤ９６の陽極端子に接続されたドレイン端子とを含む。
【００５８】
　作動中、前記プリチャージ段階では、前記第２の信号φ２が前記第４のｐ型トランジス
タ９８のゲート端子に印加される。前記第１のｎ型トランジスタ６０はオンに、前記第４
のｐ型トランジスタ９８はオフになる。これにより、前記第２の信号φ２がローレベルの
場合、前記第１の信号φ１が論理ゼロであっても、前記プリチャージ段階において前記Ｏ
ＬＥＤ９６は分離される。したがって第２の実施形態では、図１１（ａ）および（ｂ）を
参照して後述されるように、異なる駆動波形を使用することが可能である。
【００５９】
　図１１（ａ）および（ｂ）に示すように、前記第１の信号φ１がローレベルになる前に
前記第２の信号φ２はローレベルである。これらの駆動波形が図４の前記回路に使用され
ると、前記第２の信号φ２はローレベルのとき、ノード５８（ｎｅｗｄｇ）は接地され、
前記ｐ型駆動トランジスタのゲート電圧も接地される。こうして、前記第１の信号φ１が
ローレベルでありトランジスタ６８および８６がオフになる前に、前記駆動トランジスタ
７４が短時間オンになってもよい。そのとき前記ＯＬＥＤ９６は、短時間駆動されて最大
の明るさとなり得る。しかし図６の前記画素回路では、上述のようにスイッチ６０がオフ
となるときスイッチ９８はオフとなり前記ＯＬＥＤ９６は分離されるため、この点は問題
にならない。
【００６０】
　図７は、図４の前記画素回路５０の本発明の第３の実施形態に係る構造を示す。ここで
前記画素回路５０は、第５のｐ型トランジスタ１０２と、第４のｎ型トランジスタ１０４
とをさらに含む。前記第５のｎ型トランジスタ１０４は、前記第１のレール５２に接続さ
れたソース端子と、ノード１０８（ｎｅｗｄｇ２）に接続されたドレイン端子とを含む。
前記ノード（ｎｅｗｄｇ２）は、前記第３のノード６２に接続される。つまり、ノード（
ｎｅｗｄｇ２）および前記第３のノード６２は技術的に同一である。前記ノード（ｎｅｗ
ｄｇ２）はまた、前記第５のｐ型トランジスタ１０２の第１の端子に接続される。前記第
５のｐ型トランジスタ１０２は、前記第２のノード５８（ｎｅｗｄｇ）に接続された第２
の端子を含む。
【００６１】
　作動中、前記プリチャージ段階では、前記第２の信号φ２が前記第４のｎ型トランジス
タ１０４のゲート端子と、前記第５のｐ型トランジスタ１０２のゲート端子とに印加され
る。前記第２の信号φ２がローレベルであり前記第１のｎ型トランジスタ６０がオンにな
る場合、前記第５のｐ型トランジスタ１０２はオフになり前記第４のｎ型トランジスタ１
０４はオンになる。これにより、前記駆動トランジスタ７４を確実にオフになり前記ＯＬ
ＥＤ９６を分離する。
【００６２】
　図１１（ａ）および（ｂ）を参照に上述および後述する駆動波形は、図７の前記画素回
路５０においても適用できる。具体的には、図７においてノード１０８（ｎｅｗｄｇ２）
はノード５８（ｎｅｗｄｇ）が接地されている間は常にＶDDに保たれるため、前記駆動ト
ランジスタのゲート電圧はＶDDに等しくなり、前記駆動トランジスタはオンにならない。
したがって、図６の構成には備えられたトランジスタ９８はここでは必要ない。
【００６３】
　図７の構成の代わりに、トランジスタ１０４をｎ型トランジスタからｐ型トランジスタ
に変え、トランジスタ１０２をｐ型トランジスタからｎ型トランジスタに変えることも可
能である。これは電源ＶDDから電流を引くのに好適である。しかし、こうして変更された
両トランジスタのゲートは第２の信号φ２に接続されているため、両トランジスタは一つ
のインバータとして機能する。ただこの変更を加えることにより、結果としてできた前記
インバータは反転信号φ２（バー）をノード（ｎｅｗｄｇ２）に出力してしまう。つまり
φ２がハイであるためトランジスタ６０はオンになり、ノード（ｎｅｗｄｇ）は接地され
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、トランジスタ１０４および１０２によって形成されるインバータは反転信号φ２（バー
）（すなわちロー）をｎｅｗｄｇ２に出力してしまう。この状況で、前記ｐ型駆動トラン
ジスタはオンになり、φ１がハイになる前および前記駆動トランジスタがダイオード接続
される前に、前記ＯＬＥＤは発光してしまう。
【００６４】
　これを防ぐため、前記第２の信号線および変更されたトランジスタ１０４、１０２によ
り形成された前記インバータの間にインバータを追加する。これにより、変更されたトラ
ンジスタ１０４、１０２により形成された前記インバータに入力される信号はφ２（バー
）である。つまりφ２がハイであるためトランジスタ６０はオンになり、ノード（ｎｅｗ
ｄｇ）は接地され、トランジスタ１０４、１０２により形成された前記インバータはφ２
（バー）を入力として受け、φ２（すなわちハイ）をｎｅｗｄｇ２に出力する。この結果
、前記ｐ型駆動トランジスタはオフになり、φ１がハイになる前および前記駆動トランジ
スタがダイオード接続される前には、前記ＯＬＥＤは発光しない。
【００６５】
　図８は、前記第４のｎ型トランジスタ１０４を備える図７の前記画素回路５０の本発明
の第４の実施形態に係る別の構成を示す。ここで前記第４のｎ型トランジスタ１０４は、
前記第６のノード７２（ｉｎｔ）に接続された端子と、前記第２のノード（ｎｅｗｄｇ）
に接続された端子を含む。前記第４のｎ型トランジスタ１０４はまた、前記第１の信号φ
１を受け取る前記第８のノード８０に接続されたゲート端子を含む。
【００６６】
　作動中、ならびに前記プリチャージ段階および自己整合段階において前記第１の信号φ
１がローレベルであるとき、前記第４のｎ型トランジスタ１０４はオンになり、前記第７
のノード（ｉｐｎ）および第２のノード（ｎｅｗｄｇ）の間の導電性を高める。
【００６７】
　図９は、図４の前記画素回路５０の本発明の第５の実施形態に係る構造を示す。ここで
前記画素回路５０は、前記第２のレール６４ではなく前記第７のノード（ｉｐｎ）に接続
された前記第１のｎ型トランジスタ６０の端子を含む。したがって、前記駆動トランジス
タ７４は、前記第３のｐ型トランジスタ８６の端子と、前記第３のｎ型トランジスタ８４
の端子とに接続される。
【００６８】
　作動中、前記電圧ＶDATは前記第４のｎ型トランジスタ６０および第３のｎ型トランジ
スタ８４を介して前記第２のノード（ｎｅｗｄｇ）にプリチャージ段階電圧を供給する。
これにより、アース（０Ｖ）としての前記第２のレール６４はもはや必要なく、供給線Ｖ

SSに置き換える必要もない。前記プリチャージ段階において、前記電圧ＶDATは、前記駆
動トランジスタ７４が順方向バイアスされたダイオード接続トランジスタとして機能でき
るよう、前記電圧ＶDATが前記自己整合段階に脈動する電圧よりも低い必要がある。
【００６９】
　図１１（ｂ）に、図９に示されるような前記画素回路５０の典型的な駆動波形を示す。
前記プリチャージ段階において、前記第１の信号φ１が論理ゼロであり、前記第２の信号
φ２がローレベルになるとき、ノード（ｎｅｗｄｇ）は最初は前記第１のｎ型トランジス
タ６０を介して前記第３のｐ型トランジスタ８６およびＯＬＥＤ９６をアースに放電する
。前記第１の信号φ１はローレベルになり、ＶDATはＶDATローへと増加する。前記駆動ト
ランジスタ７４はダイオード接続され、前記ノード（ｎｅｗｄｇ）は前記第３のｎ型トラ
ンジスタ８４、第１のｎ型トランジスタ６０、駆動トランジスタ７４、および第２のｎ型
トランジスタ７８を介して前記ＶDATローへと初期化される。
【００７０】
　前記第２の信号φ２は論理ゼロに落ちるため、前記自己整合段階においては、ＶDATロ
ーがＶDATハイへと増加する。前記ノード（ｎｅｗｄｇ）は前記第３のｎ型トランジスタ
８４、駆動トランジスタ７４、および第２のｎ型トランジスタ７８を介して（ＶDATハイ
－（ＶT＋ΔＶT））から求められる値へと増加する。
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【００７１】
　前記出力段階では、前記第１の信号φ１が論理ゼロであり、前記駆動トランジスタ７４
はその第１の端子およびゲート端子の間においてもはやダイオード接続されていない。し
たがって、前記駆動トランジスタ７４は、前記第１のｐ型トランジスタ６８、駆動トラン
ジスタ７４、および第３のｐ型トランジスタ８６を介して、前記ＯＬＥＤ９６の定電流源
として機能する。前記駆動トランジスタ７４によって前記ＯＬＥＤ９６へと渡される電流
の振幅は、前記閾値変位ΔＶTではなくＶDATの値（具体的には前記自己整合段階における
ＶDATハイの値）に左右される。これにより、表示装置を形成する一つの配列におけるす
べての画素回路５０は、同一の明るさに駆動される。
【００７２】
　さらにこれに代わり、図６の前記トランジスタ９８はまた、図７から９の各構成に含め
ることもできる。こうして各構成において、前記画素回路は前記トランジスタ８６および
ＯＬＥＤ９６の間に直列に接続された前記ｐ型トランジスタ９８を含む。前記制御信号φ
２がｐ型トランジスタ９８のゲートに印加され、これにより前記ｎ型トランジスタ６０を
オンにする間は前記ｐ型トランジスタ９８をオフにする。
【００７３】
　図１２は、表示システムを形成する配列１５０における図４、６、７、８に示す前記画
素回路５０の構造を示す。前記配列１５０は、図１０または１１（ａ）の典型的な駆動波
形のいずれかによって駆動される。前記配列１５０の各画素回路５０は、アース線Ｇｎｄ
を含み、これは上述したように供給線ＶSSで置き換えることも可能である。この構造はま
た、前記第１および第２の供給信号φ１、φ２を供給する二本の個別の水平制御線を含む
。
【００７４】
　図１３は、表示システムを形成する配列２００における図９に示す前記画素回路５０の
構造を示す。図９に示す前記画素回路５０において図１１（ｄ）に示す波形を使用するこ
とにより、図１２の構造と比較して水平制御線の数が減る。
【００７５】
　水平制御線の数が減るのは、制御線ＳＥＬ，２（図１１（ｃ）および（ｄ）では制御信
号ＶSELn+1）が隣接する画素回路５０に前記第１の制御信号φ１および第２の制御信号φ
２を供給するためである。
【００７６】
　画素の各列に二本の信号線が備わる図１２の構造を図１３と同様に、各画素回路に含ま
れる容量素子がアースＧｎｄの代わりにデータ線ＶＤＡＴに放電するよう調整することも
できる。図６、７、８の前記画素回路５０において図１１（ｃ）に示す波形を使用するこ
とにより、図１２の構造と比較して水平線の数が減る。
【００７７】
　同様に、画素の隣接する列が信号線を共有する図１３の構造を図１２と同様に、各画素
回路に含まれる容量素子がデータ線ＶＤＡＴの代わりにアースＧｎｄに放電するよう調整
することもできる。図９の前記画素回路５０において図１１（ｂ）に示す波形を使用する
ことにより、図１２の構造と比較して水平制御線の数が減る。
【００７８】
　図１２および１３の配列はまた、上述していないものも含め、本発明の前記画素回路の
あらゆる実施形態に適用可能である。
【００７９】
　図１１（ａ）から（ｄ）の各図において、前記第１および第２の制御信号φ１、φ２は
重複しているということも注意すべきである。つまり、φ１はφ２がハイである時間の一
部においてハイであり、φ２はφ１がハイである時間の一部においてハイである。しかし
、φ１はφ２がローである時間の一部においてもハイであり、φ２はφ１がローである時
間の一部においてもハイである。この重複する制御信号を使用することにより、公知では
ないが、走査速度が高まり、結果として表示される動画の質が向上する。
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【００８０】
　図１４は、図４に示す前記画素回路５０の前記第２のノード５８における電圧Ｖｎｅｗ
ｄｇのシミュレーションをミリ秒単位で示すグラフである。前記プリチャージ段階（図１
２におけるＰＲＥＳＥＴ）において、前記電圧Ｖｎｅｗｄｇは実質的にアース（０Ｖ）に
落ちる。前記自己調整段階（図１２におけるＰＲＯＧＲＡＭ）では、前記電圧Ｖｎｅｗｄ
ｇは、ＶDATが脈動して前記ＯＬＥＤ９６を駆動する電圧になるに従い、値（ＶDAT－（Ｖ

T＋ΔＶT））へと増加する。前記出力段階（図１２におけるＬＯＣＫ　ＤＯＷＮ）におい
ては、前記電圧Ｖｎｅｗｄｇは工程が繰り返されるまで前記第１の容量素子５６によって
保たれる。図１２に明白なように、前記電圧Ｖｎｅｗｄｇは変位値ΔＶTに応じて変動す
る。
【００８１】
　図１４から、前記プリチャージ段階および自己調整段階は、ほんの数ミリ秒の間に完了
できることがわかる。これは背景技術と比較しておよそ二桁分（つまり１００倍）早い。
これに加えて、低圧が使用可能である。したがって本発明は、表示の質を高め、電力消費
を抑えることができる。さらに、本発明に係る画素回路および表示装置は、背景技術のこ
れらと比較して小型である。
【００８２】
　図１５は、変位値ΔＶTに対する前記ＯＬＥＤ９６を駆動する出力電流（ＩＯＬＥＤ）
のシミュレーションを示す。図１５はΔＶTに関わらず前記出力電流（ＩＯＬＥＤ）が同
一であること示し、これにより一つの配列を形成する前記画素回路を変位値ΔＶTに関わ
らず同じ明るさに駆動することができる。
【００８３】
　図１６も同様の効果を示す。図１６（ａ）は、異なる入力電圧ＶDDに対する出力電流（
ＩＯＬＥＤ）をマイクロ秒単位で示すグラフである。出力電力（ＩＯＬＥＤ）の振幅は異
なっており、一方で変位値ΔＶTは前記出力（ＩＯＬＥＤ）に影響しない。図１６（ｂ）
は、異なるΔＶTに対する、ＶDATの変化に応じたＩＯＬＥＤの変位を示す。出力電力（Ｉ
ＯＬＥＤ）はΔＶTに関わらず実質的に同一であり、したがって各ΔＶT値に対する出力電
力（ＩＯＬＥＤ）は重なっている。よって、一つの配列を形成する前記画素回路を、変位
値ΔＶTに関わらず同じ明るさに駆動することができる。
【００８４】
　上述したように前記画素回路５０を使用する表示システム１０００は、携帯電話、携帯
端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、ＣＤプレイヤ、ＤＶＤプレイヤなど、またこれらに限ら
ず、小型で携帯用の電子製品に使用するのに好適である。
【００８５】
　前記表示システム１０００を内蔵可能な端末装置の例を以下に説明する。
【００８６】
　携帯電話に前記表示システム１０００を適用した例を説明する。図１７は、携帯電話の
構成を示す等角図である。この図では、携帯電話１２００は、複数の操作キー１２０２と
、受話部１２０４と、送話部１２０６と、表示パネルとしての前記表示システム１０００
とを備える。前記送話部１２０６または受話部１２０４は、会話を出力させるために使用
されてもよい。
【００８７】
　携帯用パーソナル・コンピュータに上記の実施形態の一つに係る前記表示システム１０
００を適用した例を説明する。
【００８８】
　図１８は、パーソナル・コンピュータの構成を示す等角図である。この図では、パーソ
ナル・コンピュータ１１００は、キーボード１１０２を含む本体１１０４と、表示パネル
としての前記表示システム１０００とを備える。
【００８９】
　次に、前記表示システム１０００を使用したデジタル・カメラについて説明する。図１
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９は、デジタル・カメラの構成および外部装置との接続を簡単に示す等角図である。
【００９０】
　典型的なカメラは、物体からの光学像に基づいてフィルムを感光させる。一方、デジタ
ル・カメラ１３００は、たとえば電荷結合素子（ＣＣＤ）を使用した光電変換によって物
体の光学像からの画像信号を生成する。前記デジタル・カメラ１３００は、ＣＣＤからの
画像信号に基づいて表示をおこなうため、ケース１３０２の背面に表示パネルとしての前
記表示システム１０００を備える。こうして、前記表示システム１０００は物体を表示す
るファインダとして機能する。光学レンズおよびＣＣＤを含む受光素子１３０４は、前記
ケース１３０２の表面（図面における裏側）に備えられる。前記表示システム１０００は
、このデジタル・カメラにおいて実施してもよい。
【００９１】
　図１７の前記携帯電話、図１８の前記パーソナル・コンピュータ、図１９の前記デジタ
ル・カメラ以外にも、端末装置の別の例として、携帯端末（ＰＤＡ）、テレビ、ファイン
ダ型およびモニタ型ビデオ・レコーダ、カー・ナビゲーション・システム、ポケットベル
、電子手帳、携帯計算機、ワード・プロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、店舗
販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末、タッチ・パネルを備える装置などが挙げられる。本発
明の前記表示システムは、これらの端末装置のいずれにも適用可能である。
【００９２】
　本明細書の記載はあくまで一例であり、本発明はその範囲から逸脱することなく、当業
者の知識に基づき変更を加えて実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】アクティブ・マトリクスＯＬＥＤ表示装置に適用される背景技術による電圧駆動
画素回路の概略図である。
【図２】アクティブ・マトリクスＯＬＥＤ表示装置に適用される背景技術による自己補正
電圧プログラム化画素構造の概略図。
【図３】トランジスタをダイオード接続する二つの方法を示す概略図。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る画素回路の概略図。
【図５】定常電圧における図４の画素回路の一部を示す概略図。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る画素回路の概略図。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る画素回路の概略図。
【図８】本発明の第４の実施形態に係る画素回路の概略図。
【図９】本発明の第５の実施形態に係る画素回路の概略図。
【図１０】図４、６、７、８、９の画素回路の一般駆動波形を示す概略図。
【図１１】図６、７、８、９の画素回路の一般駆動波形を示す概略図。
【図１２】図４、６、７、８の画素回路の構造を示す概略図。
【図１３】図９の画素回路の構造を示す概略図。
【図１４】図４の画素回路のノードｎｅｗｄｇにおける電圧のシミュレーションを示す概
略図。
【図１５】変位値ΔＶTによる出力電流のシミュレーションを示す概略図。
【図１６】異なる入力電圧および変位値ΔＶTによる出力電流のシミュレーションを示す
概略図。
【図１７】本発明に係る表示システムを内蔵する携帯電話の概略図。
【図１８】本発明に係る表示システムを内蔵するモバイル・パーソナル・コンピュータの
概略図。
【図１９】本発明に係る表示システムを内蔵するデジタル・カメラの概略図。
【符号の説明】
【００９４】
　１、２、３…ピン、５０…画素回路、５２…第１のレール、５４…第１のノード、５６
…第１の容量素子、５８…第２のノード、６０…第１のｎ型トランジスタ、６２…第３の
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ノード、６４…第２のレール、６６…第４のノード、６８…第１のｐ型トランジスタ、７
０…第５のノード、７２…第６のノード、７４…駆動トランジスタ（第２のｐ型トランジ
スタ）、７６…第７のノード、７８…第２のｎ型トランジスタ、８０…第８のノード、８
２…第９のノード、８４…第３のｎ型トランジスタ、８６…第３のｐ型トランジスタ、８
８…第３のレール、９２…第２の容量素子、９４…第４のレール、９６…ＯＬＥＤ、９８
…第４のｐ型トランジスタ、１０２…第５のｐ型トランジスタ、１０４…第４のｎ型トラ
ンジスタ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(23) JP 4289311 B2 2009.7.1

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２１Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

    審査官  中村　直行

(56)参考文献  特開２００５－０３１６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２０２８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              S.M.Choi、外３名，A Self-compensated Voltage Programming Pixel Structure for Active-Ma
              trix Organic Light Emitting Diodes，IDW'03 Proceedings of The 10th International Displ
              ay Workshops，The Society for Information Display，２００３年１２月　３日，p.535-538

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ３／２０，３／３０－３／３２



专利名称(译) 像素电路，像素电路的驱动方法，显示装置

公开(公告)号 JP4289311B2 公开(公告)日 2009-07-01

申请号 JP2005057115 申请日 2005-03-02

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) 精工爱普生公司

当前申请(专利权)人(译) 精工爱普生公司

[标]发明人 サイモンタム

发明人 サイモン タム

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50 G09G3/32

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0426 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2310/0262 G09G2320/0233 
G09G2320/0252 G09G2320/043

FI分类号 G09G3/30.J G09G3/30.K G09G3/20.611.A G09G3/20.611.H G09G3/20.621.A G09G3/20.621.F G09G3
/20.624.B G09G3/20.641.D G09G3/20.642.A H05B33/14.A G09G3/3233

F-TERM分类号 3K007/AB06 3K007/AB17 3K007/AB18 3K007/DB03 3K007/GA04 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107
/CC14 3K107/CC21 3K107/CC33 3K107/EE04 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 
5C080/DD05 5C080/DD08 5C080/DD26 5C080/EE28 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/JJ03 5C080
/JJ04 5C080/JJ05 5C080/JJ06 5C080/KK07 5C080/KK43 5C080/KK47 5C380/AA01 5C380/AB06 
5C380/AB23 5C380/AC04 5C380/AC07 5C380/AC08 5C380/AC11 5C380/AC12 5C380/AC13 5C380
/AC20 5C380/BA01 5C380/BA11 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BC01 5C380/CC02 5C380/CC07 
5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC52 5C380/CC61 5C380/CC62 5C380/CC64 5C380
/CD016 5C380/CD026 5C380/CD028 5C380/CD072 5C380/DA02 5C380/DA06

代理人(译) 须泽 修

审查员(译) 中村直之

优先权 2004004919 2004-03-04 GB

其他公开文献 JP2005258436A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：解决像素电路的编程和初始化可能很慢并且需要多个控制或信号线的问题，尽管已知补偿驱动发光的这种像素电路
中的驱动晶体管的阈值电压变化诸如电流驱动的有机发光器件之类的器件。解决方案：本发明提供一种像素电路，包括用于二极管
连接驱动晶体管的n沟道晶体管和用于减少信号和控制线数量的装置。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b3368d1e-a1e9-431f-a56c-e9d50669ea53
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032088727/publication/JP4289311B2?q=JP4289311B2



